
 

  

提供衬底

在所述衬底上形成栅氧化层

在所述栅氧化层上形成多晶硅层

在所述多晶硅层上形成光刻胶

对所述光刻胶进行曝光和显影形成暴露区域，

以暴露部分所述多晶硅层
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沿与所述衬底表面呈45°-83°的注入角度对位于所述

暴露区域的所述部分多晶硅层进行杂质注入以在

所述衬底上形成源端阱区

对所述多晶硅层的一侧进行刻蚀，以形成部分

栅端多晶硅结构

去除所述光刻胶
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对所述多晶硅层的另一侧进行刻蚀，以

形成栅端多晶硅结构

在所述衬底上进行掺杂形成源端区域和漏端区域
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图 5 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

图 6 

 


